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Alq3ᶍ真空蒸着薄膜ᶊᵩᵰᶪ製膜条件ᶇ分子配向

᳖理化学研究所局所時空間機能᳗ᲽᲽᲽᲽ○礒島 隆史Ჾ伊藤 英輔Ჾ尾笹 一成Ჾ原 正彦

᳦序᳧ 近年ᲾAlq3 (tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum)ᶱ暗条件下ᶆ真空蒸着ᵸᶪᶇ

非常ᶊ大ᵬᶉ正ᶍ表面電位ᵫ発生ᵸᶪᵲᶇᵫ報告ᵴᶫᵾ[1]Ჿᵲᶍ表面電位ᶎ膜厚ᶊᶚᶛ

比例ᵶ᳖~50V/Ḭm᳗Ჾ通常(<2V)ᶍ10倍以上ᶊᶡᶉᶪᵲᶇᵫᵡᶪᲿᵴᶨᶊᲾᵲᶍ表面電位ᶎ

Alq3ᶍ吸収波長帯ᶱ含ᶟ可視光照射ᶊᶧᶩ消失ᵸᶪᲿᵲᶍ巨大表面電位ᶎ永久双極子ᶱ

持ᶃAlq3分子ᶍ薄膜中ᶆᶍ配向分布ᵫ非中心対称的ᶆᵡᶪᵲᶇᶊᶧᶂᶅ生ᵷᶪᶇ考ᵧᶨᶫ

ᶅᵣᶪᵫᲾ非中心対称性ᶍ起源ᶎ不明ᶆᵡᶪᲿ我ᶍ᷂᷽᳐ᷩᶆᶎᵸᶆᶊᲾAlq3薄膜内ᶍ

分子配向ᶱ一次電場変調分光法ᶆ評価ᵶᶅᵩᶩᲾ光照射ᶊᶧᶪ表面電位消失後ᶡ膜内ᶍ

非中心対称分子配向ᵫ存在ᵸᶪᵲᶇᶱ明ᶨᵪᶊᵶᶅᵣᶪ[2]Ჿ本発表ᶊᵩᵣᶅᶎᲾ製膜法ᶉ

ᶨᶒᶊ製膜条件ᶣ製膜後ᶍ処理条件ᶊᶧᶂᶅᲾ分子配向ᵫᶈᶍᶧᵥᶉ影響ᶱ受ᵰᶪᵪᶊᶃ

ᵣᶅ検討ᵶᵾ結果ᶱ報告ᵸᶪᲿ

᳦実験᳧ Alq3ᶱITO᷅᳐ᷚᶾ᷻᷋基板上ᶊ様ᶉ条件下ᶆ400nm程度ᶍ厚ᵴᶊ真空蒸着ᵶᲾ

ᵴᶨᶊᵼᶍ上ᶊAlᶱ真空蒸着ᵶᶅ半透明電極ᶇᵶᶅ᷇ḅᷛᶶᷕᷓ構造ᶍ試料ᶱ作製ᵶᵾᲿ蒸

着条件ᶇᵶᶅᶎᲾ暗所蒸着ᵪ可視光照射下蒸着ᵪᲾ蒸着速度᳖2ᴚ/sᶉᵣᵶ0.06ᴚ/s᳗Ჾ垂

直蒸着ᵪ斜ᶠ蒸着ᵪᲾᶇᵣᶂᵾᵲᶇᶊᶃᵣᶅ検討ᶱ行ᶉᶂᵾᲿᶝᵾᶸᶹ᷿᳖ᷕᷚᷩ᷋᷍Alq3ᶍ

᷿᷿᷽᷁ᷭᷲ溶液ᶱ用ᵣᵾ᷋ᷦḅ᷅᳐ᷚ法ᶉᵣᵶ᷿ᷛᷕᷩᶿ᷵᷋ᷚ法᳗ᶊᶧᶩ製膜ᶱ行ᶉᵣᲾ同

様ᶍ᷇ḅᷛᶶᷕᷓ構造試料ᶱ作製ᵶᵾᲿᵲᶫᶨᶍ試料ᶊ振幅数VᲾ周波数137Hzᶍ交流電

圧ᶱ印加ᵶᲾᵼᶫᶊ同期ᵶᵾ透過光強度変化ᶱ᷿ᷕ᷁ᶶḅ検出ᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩᲾ360-600nm

ᶍ波長範囲ᶆ一次電場変調分光測定ᶱ行ᶉᶂᵾᲿ一次電場変調応答dT/T᳖相対的透過

率変化᳗ᶎ同ᵷ電場強度ᶆᶎ膜厚ᶊ比例ᵸᶪᵫᲾ電場強度ᶎ同ᵷ印加電圧ᶆᶎ膜厚ᶊ反

比例ᵸᶪᲿ従ᶂᶅᲾ試料ᶍ膜厚ᵫ異ᶉᶂᶅᵣᶅᶡ印加電圧ᵫ同ᵷᶆᵡᶫᶏ᳖ᵪᶃ膜ᶍ二次

非線型光学特性ᵫ同ᵷᶆᵡᶫᶏ᳗ᲾdT/Tᶎ同ᵷ大ᵬᵴᶇᶉᶪᲿᵲᶍᵾᶠᲾ異ᶉᶪ条件ᶆ作

製ᵶᵾ試料ᶍ配向度᳖二次非線型光学係数᳗ᶍ比較ᶱ行ᶉᵥᶊᶎᲾ同ᵷ印加電圧ᶆ測定ᵶ

ᵾdT/Tᶱ比較ᵸᶫᶏᶧᵣᲿ

᳦結果ᵩᶧᶒ考察᳧ᲽAlq3ᶱ光照射下ᶆ真空蒸着ᵶᵾ試料ᶍ電場変調᷽᷋ᷬ᷁ᷚᶱ図(a)ᶊ

示ᵸᲿ光照射下蒸着膜ᶍ電場変調応答ᶎᲾ暗所蒸着膜ᶍ応答ᶊ比ᶘᶅᶣᶣ大ᵬᵮᲾ配向

度ᵫᶣᶣ高ᵣᵲᶇᶱ示唆ᵸᶪ結果ᶇᶉᶂᵾᲿᵲᶫᶎᲾ光照射下蒸着ᶆᶎ巨大表面電位ᵫ形

成ᵴᶫᶉᵣᵾᶠᲾ高配向ᶆᶡ静電ᶺ᷽ᷟ᷀᳐的ᶊ不利ᶊᶉᶨᶉᵣᵪᶨᶇ考ᵧᶨᶫᶪᲿ

蒸着速度依存性ᶊᶃᵣᶅᶎᲾᵲᶫᶝᶆᶊ表面電位ᵫ蒸着速度ᶊ依存ᵶᶅ大ᵬᵮ異ᶉᶩ低

速蒸着時ᶊᶎ表面電位ᶍ極性ᵫ逆ᶊᶉᶪᶇᵣᵥ報告[3]ᵫᵡᶪᲿᵶᵪᵶ我ᶍ実験ᶊᵩᵣᶅ

ᶎᲾ0.06ᴚ/sᶆ低速蒸着ᵶᵾ試料ᶍ電場変調応答ᶎᲾ図(b)ᶊ示ᵸ通ᶩ通常速度2ᴚ/sᶆᶍ

蒸着膜ᶇᶚᶛ同ᵷ大ᵬᵴᶆᵡᶩᲾ配向度ᶍ蒸着速度依存性ᶎᶞᶨᶫᶉᵪᶂᵾᲿ表面電位ᶡ

低速蒸着時ᶎ若干低ᵪᶂᵾᶡᶍᶍ大ᵬᶉ差異ᶎ認ᶠᶨᶫᶉᵪᶂᵾᲿ

斜ᶠ蒸着ᶱ行ᶉᶂᵾ試料ᶍ電場変調応答ᶎᲾ図(c)ᶊ示ᵸᶧᵥᶊ垂直蒸着膜ᶇ変ᶮᶨᶉ



ᵪᶂᵾᲿ従ᶂᶅᲾ配向方位ᶎ蒸着源ᵪᶨᶍ分子ᶍ飛来方向ᶆᶎᶉᵮ基板面ᶊ対ᵶᶅ決ᶝᶂ

ᶅᵣᶪᵲᶇᶊᶉᶩᲾ配向形成ᶍᷳᶽᷝ᷌ᷲᶊᶎ何ᶨᵪᶍ分子ᶇ基板ᶍ間ᶍ相互作用ᵫ関与

ᵶᶅᵣᶪᵲᶇᵫ示唆ᵴᶫᶪ結果ᶇᶉᶂᵾᲿ

一方Ჾ᷋ᷦḅ᷅᳐ᷚ法ᶣᶿ᷵᷋ᷚ法ᶇᵣᶂᵾᶸᶹ᷿ᷕᷚᷩ᷋᷍ᶆ作製ᵶᵾ薄膜ᶍ場合Ჾ図(d)

ᶊ示ᵸᶧᵥᶊ有意ᶉ電場変調応答ᶎᶉᵮᲾ分子配向ᶎ中心対称ᶆᵡᶪᵲᶇᵫ明ᶨᵪᶇᶉᶂ

ᵾᲿᵲᶫᶨᶍ結果ᶧᶩᲾ非中心対称配向ᶍ形成ᶊᶎ真空蒸着過程ᵫ重要ᶉ役割ᶱ果ᵾᵶᶅ

ᵣᶪᶇ考ᵧᶨᶫᶪᲿ

᳦ᶝᶇᶠ᳧ 以上ᶍᵲᶇᵪᶨᲾAlq3ᶍ巨大表面電位ᶍ起源ᶆᵡᶪ非中心対称分子配向ᶎᲾ真

空蒸着過程ᶊᵩᵰᶪ何ᶨᵪᶍ表面-分子相互作用ᶊᶧᶂᶅ引ᵬ起ᵲᵴᶫᶅᵣᶪᶇ考ᵧᶨᶫ

ᶪᲿ今後Ჾ基板表面᷽ᷴᷧᶻ᷿᷊依存性ᶉᶈᶍ検討ᶱ行ᶉᶂᶅᵣᵮᵲᶇᶊᶧᶩᲾ非中心対称

分子配向形成ᷳᶽᷝ᷌ᷲᶍ解明ᶱ進ᶠᶅᵣᵮ予定ᶆᵡᶪᲿ
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図 太線ᶎᲾ(a)光照射下蒸着膜 (b)低速真空蒸着膜 (c)45᳴斜ᶠ蒸着膜 (d)᷋ᷦḅ
᷅᳐ᷚ膜ᶍ一次電場変調᷽᳖᷋ᷬ᷁ᷚdT/T᳃相対透過率変化᳗Ჿ細線ᶎᲾ比較ᶍᵾ
ᶠᶍ暗条件下高速真空蒸着膜ᶍ一次電場変調᷽᷋ᷬ᷁ᷚᲿ
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